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背景 

 有機 EL や有機薄膜太陽電池に代表される有機薄膜デバイスはスピンコートなどの溶液プロセ

スによる作製が期待されている。しかし、多くの有機薄膜デバイスは異種材料の積層構造をもつ

ため、溶液プロセスで下部層の再溶解なしに積層させることは容易ではない。そこで本研究では、

n 型半導体特性を示す 1, 7 位に芳香環が置換したペリレンジイミド（PDI）に注目し、光縮環反

応による PDI 誘導体の溶解度の制御およびスピンコートによる薄膜の作製を試みた。 

 

実験と結果 

Fig. 1 に光縮環反応による PDI 1 から PDI 2 への分子構造変化を示す。Fig. 2 に PDI 1 のジクロ

ロベンゼン溶液にキセノンランプを用いて光を照射したときの紫外可視吸光スペクトル変化を示

す。光照射時間の増加に伴い吸収端が 684 nm から 619 nm へシフトし、PDI 1 から PDI 2 へと分

子構造が変化することを確認した。薄膜においても溶液中と同様の紫外可視吸光スペクトル変化

が見られ、光縮環反応が進行することを確認した。また、スピンコートと光照射を繰り返すこと

により PDI 2 を 3 層積層させることに成功した。さらに、有機半導体層に PDI 1 と PDI 2 を使用

したボトムゲート-トップコンタクト型有機薄膜トランジスタ(OTFT)を作製し、電子移動度を評価

した。OTFT の Id-Vg特性から電子移動度 を算出すると PDI 1:  = 3.8×10−6 cm2V−1s−1、PDI 2:  = 

2.0×10−4 cm2V−1s−1であり、電子移動度が向上することを明らかにした。 
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